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DIOCDA ELEXTROLUMINESCENCYJNA ZE $WIATLOWODEM

Przedmiotem wynalazku Jjest diode elektroluminescencyJjna ze swiatlowodem, ktdra pozwala
na dokonywanie pomiaru lub kontroli mocy promieniowania tej diody bez wykorzystywania wigz-
ki promieniowania, znajdulJgceJ sig¢ w éwiatlowodzie.

W Swiatlowodowych tgqczach telekomunikacyjnych wymagane Jest sprawdzanie mocy promienio-
wania diody elektroluminescencyJjne] w celu wiadciwej oceny pracy poszczegdlnych czg¢sci 13-,
cza $wiatlowodowego. W przypadku diod laserowych lub diod elektroluminescencyJjnych krawg-
dziowych potaczonych ze &wiatlowodem mozliwy Jest prosty pomiar mocy promieniowania wycho-
dzacego z przeciwne] strony struktury diodowe]. W przypadku diod elektroluminescencyjnych,
powlerzchniowych potgczonych ze &wiattlowodem, pomiar mocy promieniowania Jest do teJ pory
dokonywany przez roztgczanie diody z linig $wiatlowodowg, a nastg¢pnie pomiar mocy promie-
niowania wychodzgcego z odcinka Swiatlowodu na stale polaczonego z diodg. Taki pomiar wigze
sie z duzymi trudnoiciami, a czasem jest wrecz niemozliwy, szczegélnie gdy linia Swiatlowo-
dowa znajduje si¢ w miejscu trudno dost¢pnym.

Celem wynalazku Jest opracowanie takieJ konstrukcji diody, ktéra by umozliwila prosty
pomiar mocy promieniowania bez koniecznosSci rozltaczania diody elektroluminéscencyJjne]

z 1linig Swiatlowodowg.

Istota wynalazku polega na umieszczenlu fotodetektora, struktury elektroluminescencyj-
neJ oraz wspornika ze Swiatlowodem w wewnqtrzhej przestrzenl diody zamknigteJ oslong, przy
czym do tegoz samego wspornika Jest mocowany 1 fotodetektor i éwiattowéd. Rozwigzanie takie
umozliwia wykorzystanie promieniowania "rozproszonego", ktdére Jest'emitowane przez struktu-
r¢ elektroluminescencyjng poza podstawowa czg¢Sclg promieniowania kierowang do Swiatlowodu,

, Dioda wedlug wynalazku zostanie blizeJ obJadniona na przyktadzie wykonania pokazanym
na rysunku, ktérego fig. 1 przedstawia sposéb powstawania promieniowania "rozproszonego",
fig. 2 - przekréJ poprzeczny diody elektroluminescencyjne), a fig. 3 - JeJ przekré)
podtu2ny. :
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—— Promieniowanie.geherowaneuu obszarze typu p.struktury.diodowe] 1 rozchodzl sig¢ we wszyst-
kich kierunkach, przy czym podstawowa czg8¢ tego promieniowania Jest kierowana do Swiatlowo-
du 6, ktérego zakoriczenie znajduje siq w zagle¢bieniu struktury elektroluminescencyJjnej.
Pozostata czgs¢ promieniowania, wydostajsca sig¢ z obszaru "studni" lub z obszaru krawgdzio-
wego nle Jest wprowadzana do $wiattowodu., Ta cz¢$¢ promienicwania, nazwana dale] promienio-
waniem "rozproszonym" Jest tworzona przez promieniowanie emitowane yprost z obszaru typu p,
oraz odbijane od powlerzchni granicznych struktury /szczegdélnie od silnie odbiJjajacej po-
wierzchnl dolneJ struktury, pokryte) warstwg dwutlenku krzemu /8102/ lub azotku krzemu/SiBHb/,
a takze generowane w wyniku zjawiska absorbcji - remisji/. Promieniowanie to rozchodzi sie

we wszystkich kierunkach, przy czym maksymelne jJego natgzenie wystgpuJe w klerunku nachylo-
nym o okoto 45 % w stosunku do osi prostopadiej do czotowe] powierzchni struktury. Moc pro-
mieniowania "rozproszonego" Jest w przybliZeniu proporcjonalna do mocy promieniowania kiero-
wanego do $wiattowodu, Jest ona wystarczajaca, aby fotodioda znajdujgca si¢ w poblizu struk-
tury diody elektroluminescencyjne] dnla'odpowiednio du2y sygnat elektryczny, ktéry moze byé
wykorzystany do celdw poniarowo-kontrolnych. ‘

Dioda elektroluminescencyjna ze Swiatiowodem wediug wynalazku sklada si¢ ze struktury
diodowe) 1 potaczonej z JedneJ strony z o?udo'q 2, a z drugiej strony drutem 3 z elektrodsg 4,
Do obudowy 2 Jest przytwierdzony wspornik 5, do ktérego Jest przymocowany swiattowéd 6 oraz
fotodetektor 7 potaczony z elektrodami 8 1 9. Catodé Jest pfzykrytn ostong 10, Na powierz-
chnie¢ fotodetektora 7 pada znaczna c2¢4¢ promieniowania "rozproszonego", emitowanego przez
elcktrolulinesconcyjnq lfrukturq diodowg 1 wytwarzajgc fotoprad, ktéry Jest wykorzystywany
do celéw- pomiarowo-kontrolnych,

Zastrzez2enia patentowe

1. Dioda elektroluminescencyjna ze éwiatilowodem, z n amienna tym, 2%e w we-
wnetrzne) przestrzeni diody zamknigte) ostonsg /10/ znajduje sie fotodetektor /7/ razem ze
strukturg elektroluminescencyJng /1/ i wspornik /5/ ze éwiatlowodem /6/.

2, Dioda wedtug zastrz, 1, 2namienna tym, 2e do tego samego wspornika /5/
Jest mocowany fotodetektor /7/ 1 éwiattowéd /6/,
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